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Questa memoria riassume le più recenti attività di ricerca svolte dall’Unità di Torino 
(Elettronica) nel campo della modellazione di circuiti digitali integrati per la verifiche di 
Compatibilità Elettromagnetica e dell’Integrità di Segnale in sistemi elettronici ad alte 
prestazioni. 

In particolare, lo studio si è concentrato sulla caratterizzazione sperimentale e 
sull’impiego di metodologie di modellazione comportamentale delle porte di ingresso e uscita 
e della rete di alimentazione di memorie di tipo Flash o DDR largamente impiegate in 
dispositivi commerciali di tipo SiP (System-in-Package) per applicazioni multimediali. 

L’attività di caratterizzazione si è svolta 
conducendo misure on-board e on-chip su 
wafer dei parametri scattering delle strutture di 
alimentazione delle memorie. L’attività di 
modellazione si è invece orientata alla stima di 
modelli definiti da equivalenti circuitali e 
rappresentazioni parametriche ottenuti da 
misure transitorie e in frequenza alle porte dei 
dispositivi. La buona accuratezza dei modelli 
proposti è stata verificata confrontando le loro 
risposte con le misure sperimentali e con i 
risultati di simulazione circuitale effettuata a 
partire da una descrizione fisica di dettaglio 
del circuito integrato. La Figura 1 riporta un 
esempio di validazione dei modelli per i buffer 
di uscita di una memoria CMOS di tipo Flash 
(tecnologia 65nm).  

I risultati dello studio sono stati pubblicati 
in [1,2]. 
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Figura 1. Forme d’onda della tensione di 
uscita di un buffer di una memoria Flash 
connesso ad una struttura di 
interconnessione distribuita. 


